SP 117 | ®
Si-Quadrantenfotodiode

Sie eignet sich fur Dioden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.
Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kantenfihrungen sowie
Weg- und Winkelabtastungen.
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Kennwerte bei &, = 25°C

Dunkelsperrstrom?’)
Eq = 01Ix, Uy = 20V

Spektrale Empfindlichkeit
W = 633 nm, Ug = 20V,
Ak 0,5 = 10 nm

Integrale Empfindlichkeit?)
Up =10V, E, = 1kix®
Wellenldnge der max.
Empfindlichkeit

ALO,E é 10 nm, UR = 20 V,
RL < 100 Ohm

Impulsanstiegszeit?)
Impulsabfallzeit’)

Ugp = 20V, R = 50 Ohm,
A == 850 nm

Laterale Inhomogenitét

der Fotostromempfindlichkeit
Up == 20V

Normlichtart A
Lichtfleckdurchmesser 50 um

Ubersprechen
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2y gemessen mit Normallichtart A nach TGL

trischen Achse

tot

’g

48 (U)

is7oy | 1

Ip2

s {0
Ipq

.1

0,25 0,33

3,0

6090 700

40
40

10 nA

800

100
100

AW

uA/fkix

nm

ns
ns

Gf

%

37 363 in Richtung der geome-



